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摘要(译)

为了提供一种由于发光层材料的劣化而不太可能降低寿命的器件，EL显
示器件包括：对于每个像素，在基板上方的像素电极;在像素电极的基板
上方的不同区域中的辅助布线;像素电极和辅助布线上的过渡金属氧化物
层;在过渡金属氧化物层上方的区域中的发光层，对应于像素;公共电极连
续地位于辅助布线和发光层上方，并且电连接到辅助布线;在辅助布线和
发光层上方的过渡金属氧化物层的一部分上连续的材料劣化抑制层，主
要包含钡，并且具有等于或大于单个钡原子的尺寸且小于10纳米。
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